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研究成果の概要（和文）：結晶中に存在する線状の結晶格子欠陥を「転位」という．近年の理論解析により，
II-VI族化合物半導体の1つである硫化亜鉛（ZnS）中の転位において，その原子・電子構造が，キャリアをトラ
ップすることで変化することがわかってきた．そこで本研究では，外部からの光照射に応答して変化する転位の
電子構造について，光吸収測定を用いた実験的な観測に挑戦し，これに成功した．

研究成果の概要（英文）：Dislocations are liner crystal defects in crystalline materials. Recently, 
it was reported that dislocation cores have unique atomic and electronic structures in compound 
semiconductors. In this study, therefore, optical properties were examined for deformed ZnS crystals
 including glide dislocations.

研究分野：材料工学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
第一原理を用いた理論計算により，硫化亜鉛を含むII-VI族化合物半導体中の転位において，キャリアトラップ
により，その原子・電子構造が変化することが明らかになってきた．こうした転位の原子・電子構造変化は，機
械特性にとどまらず，様々な機能特性発現の起源となりうる．一方で，その実験的な観測はこれまで実施されて
こなかった．本研究により，光励起による転位の電子構造変化の実験的な評価が可能となった．

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 

 結晶中に存在する線状の結晶格子欠陥を「転位（図 1参照）」とい
う．近年の理論解析により，II-VI 族化合物半導体の 1 つである硫
化亜鉛（ZnS）中の転位において，その原子・電子構造がキャリア
トラップにより変化することがわかってきた[1,2]．一方で，転位に
おけるそうした原子・電子構造変化について実験的な観測は未だ行
われていない．そこで本研究では，転位を導入した ZnS結晶につい
て光吸収測定を実施し，キャリアトラップに伴う転位の電子構造変
化について観測を試みた． 
 
２．研究の目的 

 ZnS中の転位は，光励起キャリアをトラップすることによって，その原子・電子構造を変化さ
せる可能性がある．そこで本研究では，光励起状態の ZnS 結晶について光吸収測定を行い，光
励起の有無による光吸収特性変化について調査した． 
 
３．研究の方法 

 ZnS 単結晶について，暗室下において室温変形試験を実施することにより，結晶中に転位を導
入した．なお，使用した試料の形状は 3.0×3.0×7.5 mm3であり，側面は全て(001)面である．
変形前後の試料について，紫外可視近赤外分光光度計（日本分光，V-770）を用いて光吸収特性
評価を実施した． 
 
４．研究成果 

 投稿予定の学術論文に関わる内容を含むため，現時点での公表を差し控える． 
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図 1 転位の模式図． 
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